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JS@ Zapo jenie na merenie hustoty stavov rozhranie MIS Struktir

Vyndlez patr{ do odboru elektro-
. techniky & rie#i nové usporiadenie ana-
16govyich v§poXtovych obvodov, ktoré
. v spojenf s be¥ne pouifvanou zostevou
pre meranie kvéziatatickych C-U zdvis-
lost{ MIS ¥truktdr umoZnujd okemZity zé-
znam hodnoty rozloZfenie hustoty v ener-
- getickom pésme polovodila od povrchového
- potencidlu rozlo%eného na oblasti
. priestorového néboja v polovodi&i.

Zapojenie v podstate pozostdva
vk z napatového a kapacitného bloku sériove
~ pripojenych ces zosilhova® absolitnej

" hodnoty na rozdielovy logaritmicky zo-
silnova¥, na ktory je pripojeny integré-
. tor.

Vynélez je znézorneny na prilo-
- Zenom vykrese.
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Vyndlez sa tyka zapojenia na meranie hustoty stavov roz-
hrania MIS Struktir /METAL-INSULATOR-SEMICONDUCTOR; - kov =
izolant - polovodi&, v dalSom MIS Struktdr/.

Najcastejs8ie pouZivanym spésobom na zistovanie rozloZe-
nia hustoty Ny v energetickom pdsme polovodila je spdsob, ke-
dy sa uskutoléni zdznam kvazistatickej kapacitno-napétovej kriv-
ky -~ v dalSom C-U krivky, ktord sa porovadva s C-U zdvislos-
tou idedlnej MIS Struktiry. Na zdklade porovnania sa zloZitym
spdsobom uskutodni vypodet hodnoty Nis pezdfi celej C-U zdvis=-
losti. Okrem toho je nutné C-U zdvislost redlnej MIS Strukti-
ry rudne integrovat, o je nepresné a zdlhavé,

Uvedené nedostatky si odstrédnené zapojenim na meranie hus-
toty stavov rozhrania MIS S8truktir podla vyndlezu, ktorého pod-
stata je v tom, Ze napdtovy blok je pripojeny cez kapacitny
blok, cez zosilnovad absolitnej hodnoty jednsk na podielovy lo-
garitmicky zosilnovad a jednak na rozdielovy zosilnovad, na '
ktory je pripojend vstupnd svorka zapojenia a ktory je dalej
pripojeny jednak cez podielovy logaritmicky zosilnovad na prvi
vystupni svorku zapojenia a jednak cez integrétor na druhi vys-
tupal svorku zapojenia.

Vyhoda zapojenia podla vyndlezu je v tom, Ze md vadsiu
rychlost, presnost a prehladnost vySetrovania Nis - Cf s z 8~
vislosti MIS Struktir, kde N, 4 Je rozloZenie hustoty v ener-
getickom pédsme polovodida a ﬁrs je povrchovy potenciidl.

Na priloZenom vykrese je zndzornend blokovd schéma zapo-
jenia na meranie hustoty stavov rozhrania MIS Struktur.
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Usporiadanie na obrdzku obsahuje napdtovy hlok 2 a kapa-
citny blok 1, oba urcené na meranie kvdzistaciondrnych C~U zé~
vislosti MIS Struktir sériovo spojenych a pripojenych cez zo=-
silnovad 3 absolutnej hodnoty jednek na podielovy logaritmic-
ky zosilnovad 5 a jednak na rozdielovy zosilnova& 4. Na roz-
dielovy zosilnovad 4 je pripojend vstupnd svorka ] zapojenia
a ktory je pripojeny dalej cez podielovy logeritmicky zosil-
novad 5 na prvi vystupnmi svorku 8 zapojenia a este cez integ-
rétor 6 na druhd vystupni svorku 3.

Smer Sirenie signdlu napidtovej \rovae Umernej diferencidl-
nej kapacite MIS Struktiry je vyznadeny 3ipkemi. Po nastaveni
hodndt K a Uy Vv integrédtore 6 a rozdielovom zosilnovad 4 je
na prvej vstupnej svorke 8 hodnota tmernd log (Nis + Csc/q) a
na druhej vystupnej svorke 9 hodnota imernd ¥ . Ru¥nym odpo-
éitanim hodnoty Cg./q ziskame Ziadané rozloZenie hustoty sta-
vov rozhrania. Cely vypodet zredukuje na odpoditavanie dvoch
kriviek. Rudnd integrdcia tu nie je nutnd, pretoZe obvody pos—~
kytuji zdznam hodnoty log (NiS + Gsc/q) od povrchového poten-
cidlu ﬁf é, ziskaného Berglundovou integrdciou v integrétore 6,
kde

7/ g — Je povrchovy potencidl /v/

‘csc - kapacita oblasti priestorového ndboja /F m~2/

¢ - kapacita /F/
U - napdtie /v/
Uy = napétie odpovedajice kapacite’izolaénej vrstvy /v/

K =~ integradnd konstanta

Kvézistaticky spbsob merania nizkofrekvendnych kapacitno- -
napdtovych C-U zédvislosti sa pouZiva vo vedeckej a priemyselnej
praxi pre jeho rychle, presné a komplexné vlastnosti. Déva kom-—
plexny pohlad na kvalitu rozhrania polovodi¢ = izoladnd vrstva
MIS Struktir, ale aj na kvalitu izoladnej vrstvy a povrchu po-
lovodida., Vlastnosti findlnych vyrobkov zdvisia v znadénej mie-
re od viastnosti skimanej MIS S8truktiry. Preto je téato metoda
a zapojenie potrebné na kazZdom pracovisku, ktoré sa zaoberd vys—
kumom a vyrobou uaipoldrnych prvkov.



PREDMET . VYNALEZU

232 029

t

Zapojenie na meranie hustoty stavov rozhrania MIS Struk-
tir vyznadeny tym, Ze napafovj blok /2/ je pripojeny cez kapa-
citny blok /1/, cez zosilnoval /3/ absolutnej hodnoty jednakx

na podielovy logaritmicky zosilnovad /5/ a Jjednak na rozdielo-
vy zosilnoval /4/, na ktory je pripojend vstupnd svorka /7/ za=-
pojenia a ktory je dalej pripojeny jednsk cez podielovy logarit-
micky zosilnovad /5/ na prvi vystupal svorku /8/ zapojenia a
Jednak cez integrdtor /6/ na druhd vystupnd svorku /9/ zapoje-
nia,

1l vyktes
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